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FIG 1

(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic semiconductor component (1). The optoelectronic semiconductor element
(1) comprises a semiconductor body (10) which is provided to emit electromagnetic radiation in a main emission direction (E), an
electrically insulating mounting body (20), and a first and a second contact structure (31, 32) on a front side (20A) of the mounting
body (20). The contact structures (31, 32) each comprise a contact element (310, 320) on a mounting side (20M) of the mounting body
(20A) and a contact path (312, 322). A tapering region (311, 321) is located between the contact element (310, 320) and the contact path
(312, 322). The main emission direction (E) of the semiconductor body (10) is oriented transverse to the front side (20A) and parallel
to the mounting side (20M) of the mounting body (20). A lateral expansion of the tapering region (311, 321) is reduced with respect
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to a lateral expansion of the contact element (310, 320).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) angegeben. Das optoelektronische Halbleiterbau-
clement (1) umfasst einen Halbleiterkdrper (10), der zur Emission von elektromagnetischer Strahlung in eine Hauptemissionsrichtung
(E) vorgesehenen ist, einen elektrisch isolierenden Montagekérper (20) und eine erste und eine zweite Kontaktstruktur (31, 32) auf einer
Vorderseite (20A) des Montagekorpers (20). Die Kontaktstrukturen (31, 32) umfassen jeweils ein Kontaktelement (310, 320) an einer
Montageseite (20M) des Montagekorpers (20A) und einen Kontaktpfad (312, 322). Ein Verjiingungsbereich (311, 321) ist zwischen
dem Kontaktelement (310, 320) und dem Kontaktpfad (312, 322) angeordnet. Die Hauptemissionsrichtung (E) des Halbleiterkdrpers
(10) ist quer zur Vorderseite (20A) und parallel zur Montageseite (20M) des Montagekorpers (20) ausgerichtet. Eine laterale Ausdeh-
nung des Verjiingungsbereichs (311, 321) ist gegeniiber einer lateralen Ausdehnung des Kontaktelements (310, 320) verringert.
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Beschreibung

OPTOELEKTRONISCHES HALBLEITERBAUELEMENT

Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbauelement
angegeben. Das optoelektronische Halbleiterbauelement ist
insbesondere zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung,
beispielsweise von fiir das menschliche Auge wahrnehmbarem

Licht, eingerichtet.

FEine zu losende Aufgabe besteht darin, ein optoelektronisches
Halbleiterbauelement anzugeben, das eine besonders

zuverlassige Montage ermdglicht.

Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtung gemd&B dem
unabhdngigen Patentanspruch geldst. Vorteilhafte
Ausflihrungsformen und Weiterbildungen der Vorrichtung sind
Gegenstand der abhangigen Patentanspriche und gehen weiterhin

aus der nachfolgenden Beschreibung und den Figuren hervor.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Halbleiterbauelement einen
Halbleiterkdrper, der zur Emission von elektromagnetischer
Strahlung in eine Hauptemissionsrichtung vorgesehenen ist.
Insbesondere umfasst der Halbleiterkdrper einen zur Emission
von elektromagnetischer Strahlung eingerichteten aktiven
Bereich. Bevorzugt ist der Halbleiterkdrper zur Emission
einer elektromagnetischen Strahlung mit einer
Hauptwellenlange im sichtbaren und nicht-sichtbaren Bereich
eingerichtet. Der aktive Bereich weist beispielsweise einen
pn-Ubergang, eine Doppelheterostruktur, eine
FEinfachquantentopfstruktur (SQW, single quantum well) oder

eine Mehrfachquantentopfstruktur (MQW, multi guantum well)
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zur Strahlungserzeugung auf. Bei dem Halbleiterkdrper handelt
es sich beispielsweise um eine Lumineszenzdiode, insbesondere
eine Leucht- oder Laserdiode. Der Halbleiterkdorper ist
beispielsweise mit einem Verbindungsmaterial, insbesondere

einem Silberleitkleber, auf dem Montagekdrper angeordnet.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Halbleiterbauelement einen elektrisch
isolierenden Montagekdrper. Der Montagekdrper ist bevorzugt
mechanisch selbsttragend ausgebildet. Beispielsweise ist der

Montagekdrper mit einem Leiterplattenmaterial gebildet.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Halbleiterbauelement eine erste und eine
zwelte Kontaktstruktur auf einer Vorderseite des
Montagekdrpers. Die Vorderseite des Montagekdrpers ist
bevorzugt parallel zu einer Haupterstreckungsebene des
Montagekdrpers ausgerichtet. Die erste und zweite
Kontaktstruktur sind insbesondere mit einem elektrisch
leitfahigen Material gebildet. Bevorzugt liegt die erste
Kontaktstruktur auf einem anderen elektrischen Potential als
die zweite Kontaktstruktur. Beispielsweise ist eine Anode des
Halbleiterkorpers lber die erste Kontaktstruktur elektrisch
kontaktiert und eine Kathode des Halbleiterko&rpers ist iiber

die zweite Kontaktstruktur elektrisch kontaktiert.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements umfassen die Kontaktstrukturen jeweils
ein Kontaktelement an einer Montageseite des Montagekdrpers
und einen Kontaktpfad. Die Montageseite des Montagekdrpers
ist insbesondere quer zur Vorderseite ausgerichtet. Bevorzugt
ist die Montageseite fiir eine nachfolgende Montage des

Halbleiterbauelements an einem Trager vorgesehen. Das
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Kontaktelement erstreckt sich beispielsweise ausgehend von
der Montageseite entlang der Vorderseite des Montagekdrpers.
Der Kontaktpfad erstreckt sich insbesondere auf der
Vorderseite des Montagekdrpers. Belispielsweise stellt der
Kontaktpfad eine elektrische Verbindung zwischen dem

Kontaktelement und dem Halbleiterkdrper her.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements ist ein Verjingungsbereich zwischen dem
Kontaktelement und dem Kontaktpfad angeordnet. Der
Verjingungsbereich bildet insbesondere den Ubergang zwischen
dem Kontaktelement und dem Kontaktpfad. Mit anderen Worten,
der Verjlngungsbereich ist der Bereich, in dem der

Kontaktpfad an das Kontaktelement angrenzt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements ist die Hauptemissionsrichtung des
Halbleiterkdrpers quer zur Vorderseite und parallel zur
Montageseite des Montagekdrpers ausgerichtet. Bevorzugt
verlauft die Hauptemissionsrichtung senkrecht zur
Vorderseite. Insbesondere ist der Halbleiterkdrper auf der
Vorderseite des Montagekdrpers angeordnet. Beispielsweise
bildet das optoelektronische Halbleiterbauelement ein

sogenanntes Side-Looker-Bauelement.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements ist eine laterale Ausdehnung des
Verjlingungsbereichs gegeniliber einer lateralen Ausdehnung des
Kontaktelements verringert. Mit anderen Worten, die erste
Kontaktstruktur und die zweite Kontaktstruktur weisen Jjeweils
eine Verjiingung an einem Verjiingungsbereich auf. Die laterale
Ausdehnung des Kontaktelements entspricht insbesondere einer

mittleren lateralen Ausdehnung parallel zur Montageseite des
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Montagekdrpers. Die laterale Ausdehnung des
Verjlingungsbereichs entspricht beispielsweise einer mittleren
lateralen Ausdehnung parallel zur Montageseite des
Montagekdrpers. Durch eine geringe laterale Ausdehnung des
Verjingungsbereichs kann eine Benetzung des Kontaktpfades mit
einem Lotmaterial vorteilhaft vermindert oder unterbunden

werden.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Halbleiterbauelement

- einen Halbleiterkdrper, der zur Emission von
elektromagnetischer Strahlung in eine Hauptemissionsrichtung
vorgesehenen ist,

- einen elektrisch isolierenden Montagekdrper,

- eine erste und eine zweite Kontaktstruktur auf einer
Vorderseite des Montagekdrpers, wobeil

- die Kontaktstrukturen jeweils ein Kontaktelement an einer
Montageseite des Montagekdrpers und einen Kontaktpfad
umfassen,

- ein VerjlUngungsbereich zwischen dem Kontaktelement und dem
Kontaktpfad angeordnet ist,

- die Hauptemissionsrichtung des Halbleiterkdrpers quer zur
Vorderseite und parallel zur Montageseite des Montagekdrpers
ausgerichtet ist, und

- elne laterale Ausdehnung des Verjlingungsbereichs gegeniiber
einer lateralen Ausdehnung des Kontaktelements verringert

ist.

Einem hier beschriebenen optoelektronischen
Halbleiterlaserbauelement liegen unter anderem die folgenden
Uberlegungen zugrunde: Bel einer Montage eines
optoelektronischen Halbleiterbauelements auf einem Trager,

insbesondere einer Leiterplatte (englisch: Printed Circuit
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Board), kommt beispielsweise ein Reflow-Lotverfahren zum
Einsatz. Dabei wird zunadchst eine Lotpaste auf den Trager
aufgetragen, die Kontaktpads auf dem Trager bedeckt.
Anschlieflend wird das optoelektronische Halbleiterbauelement
selbst in die klebrige Lotpaste gedrickt. In einem Ofen wird
das optoelektronische Halbleiterbauelement gleichmé&Big auf
bis zu 260 °C erhitzt, was zum Schmelzen der Lotpaste und der
Benetzung der Metalloberflache sowohl der Kontaktpads auf dem
Trdger als auch der Kontaktelemente des Halbleiterbauelements
fithrt. Fir eine einwandfreie Verbindung ist eine bestimmte
Dicke der Lotstelle vorteilhaft. Auf dem Trager wird die
laterale Benetzung durch das Lotmaterial beispielsweise durch
Lotstoppstrukturen verhindert. Bei herkdmmlichen
optoelektronischen Halbleiterbauelementen, insbesondere bei
Side-Looker-Bauelementen, sind solche Lotstoppstrukturen
bislang nicht bekannt. Das kann zu einer unkontrollierten
Lotstellendicke fidlhren, was Zuverlassigkeitsprobleme aufgrund
einer verminderten thermischen Verbindung oder einer
verminderten mechanischen Haftung des optoelektronischen
Halbleiterbauelements auf dem Trager verursachen kann.
Dariber hinaus kann eine {ibermaRige Benetzung der
Kontaktelemente des optoelektronischen Halbleiterbauelements
zu einem unerwinschten Kriechen des Lotmaterials zwischen
andere Schnittstellen fihren und so weitere Schdden bei der

Montage hervorrufen.

Das hier beschriebene optoelektronische
Halbleiterlaserbauelement macht unter anderem von der Idee
Gebrauch, einen Verjingungsbereich in die Metalloberflache
des Kontaktelements einzubringen. Der Verjingungsbereich
bewirkt insbesondere, dass der Benetzungsprozess durch die
Oberfldchenspannung des Lotmaterials vermindert oder gestoppt

wird. Dadurch wird das Volumen des Lotmaterials
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beispielsweise in einem unteren Drittel des Kontaktelements
begrenzt, was zu einem konstanten Volumen an der Ldtstelle
fiithren kann. Der Verjingungsbereich in der Metalloberflache
des Kontaktelements filhrt insbesondere zu einer
Volumenkontrolle des Lotmaterials an der Lotstelle, was eine
Selbstausrichtung des optoelektronischen
Halbleiterbauelements beglinstigt und mogliche
Fehlausrichtungen bei der Bestickung auf einem Trager durch
eine Selbstjustage korrigieren kann. Ferner kann dadurch
verhindert werden, dass geschmolzenes Lotmaterial zwischen
angrenzende Elemente kriecht. Zudem kann durch die Kontrolle
der Lotstellendicke eine ausreichende mechanische Haftung des
optoelektronischen Halbleiterbauelements auf einem Trager

sichergestellt werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements entspricht eine laterale Ausdehnung des
Verjingungsbereichs hdchstens einer Halfte einer lateralen
Ausdehnung des Kontaktelements. Die laterale Ausdehnung des
Kontaktelements entspricht insbesondere einer mittleren
lateralen Ausdehnung parallel zur Montageseite des
Montagekdrpers. Die laterale Ausdehnung des
Verjlingungsbereichs entspricht beispielsweise einer mittleren
lateralen Ausdehnung parallel zur Montageseite des
Montagekdrpers. Mit anderen Worten, der Verjingungsbereich
welst hochstens die Halfte der lateralen Ausdehnung des
Kontaktelements auf. Die lateralen Ausdehnungen des
Kontaktelements und des Verjingungsbereichs werden dabei

insbesondere parallel zueinander gemessen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements entspricht eine Breite des Kontaktpfads

einer lateralen Ausdehnung des Verjlngungsbereichs. Die
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Breite des Kontaktpfads entspricht insbesondere einer
lateralen Ausdehnung quer zur Haupterstreckungsrichtung des
Kontaktpfads. Vorteilhaft kann so eine Herstellung des

Kontaktpfades vereinfacht werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements vermindert oder unterbindet der
Verjlingungsbereich eine Ausbreitung eines Lotmaterials in
einer Richtung weg von dem Kontaktelement. Der
Verjlingungsbereich ist derart ausgestaltet, dass eine
Ausbreitung eines Lotmaterials bei einem Lotvorgang erschwert
oder unterbunden wird. Dies geschieht beispielsweise durch
eine besonders geringe laterale Ausdehnung des

Verjingungsbereichs.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements entspricht eine Hbhe des ersten und
zwelten Kontaktelements hochstens einem Drittel einer Hohe
des Montagekdrpers. Eine Hohe gilt hier und im Folgenden als
eine vertikale Erstreckung eines Elements. Die vertikale
Richtung ist parallel zur Seitenfldche des Montagekdrpers und
quer zur Montagefldche des Seitenkdrpers ausgerichtet. Die
Hohe der ersten und zweiten Kontaktelemente wird insbesondere
in einer Richtung parallel zur Hohe des Montagekdrpers
gemessen. Eine Beschradnkung der Hohe der Kontaktelemente auf
weniger als ein Drittel der H6he des Montagekdrpers bewirkt
eine Begrenzung eines Lotmaterials in dem unteren Drittel des
Montagekdrpers. Vorteilhaft verbleibt so ausreichend viel
Lotmaterial an der Lotstelle, dass eine Selbstausrichtung des

optoelektronischen Halbleiterbauelements beginstigt ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen

Halbleiterbauelements ist der Verjingungsbereich derart
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geformt, dass sich das Lotmaterial nur hdéchstens 100 pm tber
das Kontaktelement hinaus erstreckt. Ein besonders diinner
Verjingungsbereich kann eine Ausbreitung des Lotmaterials
vorteilhaft auf einen Bereich von hochstens 100 um Uber das
Kontaktelement hinaus begrenzen. So ist eine besonders gute

Kontrolle eines Lotvolumens moglich.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements sind an der Montageseite des
Montagekdrpers im Bereich der Kontaktelemente Ausnehmungen
ausgebildet. Die Ausnehmungen wirken insbesondere als
Reservoirs filir aufgeschmolzenes Lotmaterial. Beispielsweise
sind die Ausnehmungen von auBerhalb des optoelektronischen

Halbleiterbauelements betrachtet konkav geformt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements umfasst zumindest eine Kontaktstruktur
eine Polaritatsmarkierung. Die Polaritdtsmarkierung gibt
beispielsweise an, ob an der Kontaktstruktur die Anode oder
die Kathode des Halbleiterkdorpers angeschlossen ist. Dies ist
hilfreich fir eine korrekte Montage des optoelektronischen
Halbleiterbauelements an einem Trager. Die
Polaritatsmarkierung umfasst beispielsweise eine Verdickung

des Kontaktpfades an einer Stelle.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements ist dem Halbleiterkdrper ein
strahlungsdurchlédssiges Optikelement nachgeordnet.
Insbesondere ist das Optikelement auf der Vorderseite des
Montagekdrpers angeordnet. Beispielsweise ist das
Optikelement mit einem Epoxid gebildet. Bevorzugt dient das

Optikelement zur Formung der im Betrieb aus dem
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Halbleiterkdrper austretenden elektromagnetischen Strahlung.

Insbesondere umfasst das Optikelement eine Kollimationslinse.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements weisen die Kontaktstrukturen jeweils
eine mehrfach abgewinkelte Struktur an dem Verjingungsbereich
auf. Die mehrfach abgewinkelte Struktur umfasst zumindest
zwel abgewinkelte Bereiche. Beispielsweise umfasst die
abgewinkelte Struktur zweili abgewinkelte Bereiche, in denen
der Kontaktpfad jeweils einen Knick von 90° aufweist. Durch
die mehrfach abgewinkelte Struktur kann eine Benetzung des

Kontaktpfades mit Lotmaterial vorteilhaft verringert werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements weist die mehrfach abgewinkelte
Struktur einen Graben mit einer Grabenbreite von mindestens
50 pm, bevorzugt von mindestens 100 um und besonders
bevorzugt von mindestens 200 pm auf. Insbesondere ist der
Graben zwischen dem Kontaktpfad und dem Kontaktelement
angeordnet. Der Graben verhindert vorteilhaft eine Benetzung

des Kontaktpfades mit Lotmaterial.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements ist der Montagekdrper mit einem
Polymerverbundmaterial gebildet. Beispielsweise ist der
Montagekdrper mit einem Material aus der folgenden Gruppe
gebildet: Epoxy-Glasharzlaminat, BT-Material, CEM-Material.
BT-Material bezeichnet insbesondere ein halogenfreies
Hochtemperaturmaterial mit den Hauptbestandteilen Bismaleimid
und Triazinharz. CEM-Material ist bevorzugt ein BRasismaterial
fiir Leiterplatten auf Hartpapierbasis. CEM-Material hat
beispielsweise einen Kern aus epoxydharzimpragniertem Papier

mit je einer AuBenlage Glasgewebe. Insbesondere ist das
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Polymerverbundmaterial ein FR4-Material. FR4-Material
bezeichnet eine Klasse von schwer entflammbaren und
flammenhemmenden Verbundwerkstoffen. Bevorzugt ist FR4-
Material mit Epoxidharz und Glasfasergewebe gebildet. FR4-
Material weist eine hohe mechanische Stabilitat auf und ist

besonders einfach verfiligbar.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements sind die Kontaktstrukturen mit Cu
gebildet. Kupfer weist eine hohe elektrische und thermische
Leitfahigkeit auf. Vorteilhaft kann Kupfer besonders einfach

strukturiert werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements umfassen die Kontaktstrukturen eine
Beschichtung mit zumindest einem Material ausgewahlt aus
folgender Gruppe: Ni, Pd, Au, NiAu, NiAg, NiSn. Eine
Beschichtung mit zumindest einem Material ausgewdahlt aus der
Gruppe: Ni, Pd, Au, NiAu, NiAg, NiSn vermeidet insbesondere
eine unerwiinschte Oxidation einer mit Kupfer gebildeten

Kontaktstruktur.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements sind Kontaktstrukturen analog zur
Vorderseite auch auf einer der Vorderseite gegenilberliegenden
Riickseite des Montagekdrpers angeordnet. Insbesondere sind
die Kontaktstrukturen auf der Rickseite mit den identischen
Abmessungen zu den Kontaktstrukturen auf der Vorderseite
ausgefihrt. Dies ermdglicht eine besonders gleichmaBige
Benetzung mit Lotmaterial auf der Vorderseite und der
Riickseite. Eine Selbstjustage des optoelektronischen
Halbleiterbauelements bei seiner Montage ist dadurch

vorteilhaft erleichtert. Weiter ist durch die
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Kontaktstrukturen auf der Riickseite auch eine

Stromtragfahigkeit vorteilhaft erhoht.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements verlaufen Kontaktstreifen an einer
Seitenflache des Montagekdrpers, wobeili die Kontaktstreifen
die ersten und zweiten Kontaktstrukturen von der Vorderseite
mit den ersten und zweiten Kontaktstrukturen auf der
Rickseite elektrisch leitend verbinden. Die Seitenflache
verbindet die Vorderseite mit der Rickseite des
Montagekdrpers und ist bevorzugt quer zur Vorderseite und der
Montageseite ausgerichtet. Die Kontaktstreifen sind bevorzugt
mit dem gleichen Material gebildet wie die Kontaktstrukturen.
Insbesondere bedecken Kontaktstreifen auch einen BRereich der
Montageseite des Montagekdrpers. Die Kontaktelemente von
Kontaktstrukturen der Vorderseite sind beispielsweise iber
Kontaktstreifen mit Kontaktelementen von Kontaktstrukturen
auf der Rilckseite elektrisch leitend verbunden. Bevorzugt
bedecken Kontaktstreifen die Ausnehmungen zumindest

teilweise.

Ein hier beschriebenes optoelektronisches
Halbleiterbauelement eignet sich insbesondere zum Einsatz als
Lichtquelle in verschiedenen Anwendungsbereichen,
beispielsweise fir Raucherkennung, Gesichtserkennung,
Gestensteuerung, Fahrertiberwachung oder als Beleuchtung fir

Videoiliberwachungsanlagen.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen des optoelektronischen Halbleiterbauelements
ergeben sich aus den folgenden, im Zusammenhang mit den in

den Figuren dargestellten, Ausfilhrungsbeispielen.
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Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Explosionsdarstellung eines hier
beschriebenen optoelektronischen
Halbleiterbauelements gemdl einem ersten

Ausflihrungsbeispiel,

Figuren 2A und 2B perspektivische schematische Ansichten des
hier beschriebenen optoelektronischen
Halbleiterbauelements gemaB dem ersten

Ausflihrungsbeispiel,

Figuren 3A und 3B perspektivische Ansichten des hier
beschriebenen optoelektronischen
Halbleiterbauelements gemaB dem ersten

Ausfihrungsbeispiel nach einer Montage,

Figuren 4A und 4B Draufsichten des hier beschriebenen
optoelektronischen Halbleiterbauelements gemdB dem
ersten Ausfiihrungsbeispiel vor und nach einer

Montage,

Figur 5 eine schematische Ansicht eines hier beschriebenen
optoelektronischen Halbleiterbauelements gemal

einem zweiten Ausfihrungsbeispiel, und

Figur 6 eine schematische Ansicht eines hier beschriebenen
optoelektronischen Halbleiterbauelements gemal

einem dritten Ausfihrungsbeispiel.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die

Figuren und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren
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dargestellten Elemente untereinander sind nicht als
maRstablich zu betrachten. Vielmehr kodnnen einzelne Elemente
zur besseren Darstellbarkeit und/oder fiir eine bessere

Verstandlichkeit tbertrieben grol dargestellt sein.

Figur 1 zeigt eine schematische Explosionsdarstellung eines
hier beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauelements 1
gemal einem ersten Ausfiihrungsbeispiel. Das optoelektronische
Halbleiterbauelement 1 umfasst einen Halbleiterkdrper 10,
einen elektrisch isolierenden Montagekodrper 20 und ein

Optikelement 60.

Der Halbleiterkdrper 10 ist zur Emission von
elektromagnetischer Strahlung in eine Hauptemissionsrichtung
E vorgesehen. Der Halbleiterkdrper 10 ist {iber ein
Verbindungsmaterial 11 auf einer Vorderseite 20A des
Montagekdrpers 20 angeordnet. Das Verbindungsmaterial 11 ist
bevorzugt elektrisch leitfahig. Insbesondere umfasst das

Verbindungsmaterial 11 einen Silberleitkleber.

Der Montagekorper 20 ist mit FR4-Material gebildet. Auf einer
Vorderseite 20A und einer der Vorderseite 20A
gegeniiberliegenden Rilickseite 20B des Montagekdrpers 20 sind
Jjeweils eine erste Kontaktstruktur 31 und eine zweite
Kontaktstruktur 32 angeordnet. Eine Montageseite 20M
verbindet die Vorderseite 20A mit der Rickseite 20B des
Montagekdrpers 20. An der Montageseite 20M umfasst der
Montagekdrper 20 Ausnehmungen 40. Die Ausnehmungen 40 sind
auf der Montageseite 20M angrenzend zu Seitenfldchen 20C des
Montagekdrpers 20 angeordnet. Die Seitenflachen 20C verbinden
die Vorderseite 20A mit der Riuckseite 20B des Montagekdrpers
20 und sind guer zur Vorderseite 20A und der Montageseite 20M

ausgerichtet. Die Ausnehmungen 40 sind somit im Bereich der
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Kontaktelemente 310, 320 ausgebildet. Die Ausnehmungen 40
wirken insbesondere als Reservoirs fiur aufgeschmolzenes
Lotmaterial 9. Die Ausnehmungen 40 sind von auberhalb des
optoelektronischen Halbleiterbauelements 1 betrachtet konkav

geformt.

Der Montagekodrper 20 weist eine Haupterstreckungsebene auf,
die parallel zur Vorderseite 20A und der Riickseite 20B
ausgerichtet ist. Die Montageseite 20M ist folglich senkrecht
zur Haupterstreckungsebene des Montagekdrpers 20
ausgerichtet. Der Montagekdrper 20 weist eine Dicke von 1 mm
auf. Die Dicke entspricht der mittleren Ausdehnung des

Montagekdrpers 20 senkrecht zu seiner Haupterstreckungsebene.

Die erste Kontaktstruktur 31 und die zweite Kontaktstruktur
32 umfassen jeweils ein Kontaktelement 310, 320, einen
Verjlingungsbereich 311, 321 und einen Kontaktpfad 312, 322.
Bevorzugt liegt die erste Kontaktstruktur 31 auf einem
anderen elektrischen Potential als die zweite Kontaktstruktur
32. Beispielsweise ist eine Anode des Halbleiterkorpers 10
Uber die erste Kontaktstruktur 31 elektrisch kontaktiert und
eine Kathode des Halbleiterkdrpers 10 ist iber die zweite

Kontaktstruktur 32 elektrisch kontaktiert.

Das Kontaktelement 310, 320 erstreckt sich ausgehend von der
Montageseite 20M des Montagekdrpers 20 entlang der
Vorderseite 20A des Montagekdrpers 20. Der Kontaktpfad 312,
322 erstreckt sich ebenfalls auf der Vorderseite 20A des
Montagekdrpers 20. Beispielsweise stellt der Kontaktpfad 312,
322 eine elektrische Verbindung zwischen dem Kontaktelement
310, 320 und dem Halbleiterkorper 10 her. Der
Verjiingungsbereich 311, 321 bildet insbesondere den Ubergang
zwischen dem Kontaktelement 310, 320 und dem Kontaktpfad 312,
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322. Mit anderen Worten, der Verjingungsbereich 311, 321 ist
der Bereich, in dem der Kontaktpfad 312, 322 an das
Kontaktelement 310, 320 angrenzt.

Die Kontaktstrukturen 31, 32 weisen jewells eine mehrfach
abgewinkelte Struktur 70 an dem Verjlingungsbereich 311, 321
auf. Die mehrfach abgewinkelte Struktur 70 umfasst zwei
abgewinkelte Bereiche, in denen der Kontaktpfad 312, 322
jeweills einen Knick von 90° aufweist. Durch die mehrfach
abgewinkelte Struktur 70 kann eine Benetzung des
Kontaktpfades 312, 322 mit Lotmaterial 9 vorteilhaft
verringert werden. Die mehrfach abgewinkelte Struktur 70
welst einen Graben 71 mit einer Grabenbreite 71X wvon
mindestens 50 um, bevorzugt mindestens 100 pum, besonders
bevorzugt von mindestens 200 pm auf. Der Graben 71 ist
zwischen dem Kontaktpfad 312, 322 und dem Kontaktelement 310,
320 angeordnet. Der Graben 71 verhindert vorteilhaft eine

Benetzung des Kontaktpfades 312, 322 mit Lotmaterial 9.

Die erste Kontaktstruktur 31 umfasst eine
Polaritatsmarkierung 50. Die Polaritatsmarkierung 50 gibt
beispielsweise an, ob an der Kontaktstruktur 31 die Anode
oder die Kathode des Halbleiterkdrpers 10 angeschlossen ist.
Dies ist hilfreich fir eine korrekte Montage des
optoelektronischen Halbleiterbauelements 1 an einem Trager 8.
Die Polaritédtsmarkierung 50 umfasst eine mit bloRem Auge

erkennbare Verdickung des Kontaktpfades 312 an einer Stelle.

An den Seitenfldchen 20C des Montagekdrpers 20 verlaufen
Kontaktstreifen 313, 323, wobei die Kontaktstreifen 313, 323
die ersten und zweiten Kontaktstrukturen 31, 32 von der
Vorderseite 20A des Montagekdrpers 20 mit den ersten und

zwelten Kontaktstrukturen 31, 32 auf der Riickseite 20B des
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Montagekdrpers 20 elektrisch leitend verbinden. Die
Kontaktstreifen 313, 323 sind bevorzugt mit dem gleichen
Material gebildet wie die Kontaktstrukturen 31, 32.
Insbesondere bedecken Kontaktstreifen 313, 323 auch einen
Bereich der Montageseite 20M des Montagekorpers 20. Die
Kontaktelemente 310, 320 von Kontaktstrukturen 31, 32 der
Vorderseite 20A des Montagekdrpers 20 sind beispielsweise
Uber Kontaktstreifen 313, 323 mit Kontaktelementen 310, 320
von Kontaktstrukturen 31, 32 auf der Riickseite 20B des
Montagekdrpers 20 elektrisch leitend verbunden. Bevorzugt
bedecken Kontaktstreifen 313, 323 die Ausnehmungen 40 des

Montagekdrpers 20 zumindest teilweise.

Das Optikelement 60 ist auf der Vorderseite 20A des
Montagekdrpers 20 angeordnet. Reispielsweise ist das
Optikelement 60 mit einem Epoxid gebildet. Bevorzugt dient
das Optikelement 60 zur Formung der im Betrieb aus dem
Halbleiterkorper 10 austretenden elektromagnetischen
Strahlung. Insbesondere umfasst das Optikelement 60 eine

Kollimationslinse.

Figuren 2A und 2B zeigen perspektivische schematische
Ansichten des hier beschriebenen optoelektronischen
Halbleiterbauelements 1 gemaB dem ersten Ausfihrungsbeispiel.
In der Figur 2A ist die Vorderseite 20A des Montagekdrpers 20
erkennbar. Auf der Montageseite 20M verlaufen Kontaktstreifen

313, 323 entlang der Ausnehmungen 40.

Figur 2B zeigt die Rickseite 20B des Montagekdrpers 20. Auf
der Riickseite 20B sind erste und zweite Kontaktstrukturen 31,
32 analog zu den ersten und zweiten Kontaktstrukturen 31, 32
auf der Vorderseite 20A angeordnet. Alle Kontaktstrukturen

31, 32 auf der Riuckseite 20B weisen identische Abmessungen zu
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den Kontaktstrukturen 31, 32 auf der Vorderseite 20A auf.
Insbesondere sind die Kontaktelemente 310, 320 auf der
Riickseite 20B genau so groB wie die Kontaktelemente 310, 320
auf der Vorderseite 20A des Montagekorpers 20. So ist eine
besonders gleichmalige Verteilung von Lotmaterial 9

ermdglicht.

Figuren 3A und 3B zeigen perspektivische Ansichten des hier
beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauelements 1
gemal dem ersten Ausfihrungsbeispiel nach einer Montage. Das
optoelektronische Halbleiterbauelement 1 ist auf einem Trager
8 montiert. Zwischen dem optoelektronischen
Halbleiterbauelement 1 und dem Tradger 8 befindet sich ein
Lotmaterial 9. Das Lotmaterial 9 erstreckt sich entlang des
Kontaktelements 311, 321 in Richtung des Kontaktpfades 312,
322. Es ist klar erkennbar, dass der Verjlngungsbereich 311,
321 und der Graben 71 in dem mehrfach abgewinkelten Bereich
70 eine Ausbreitung des Lotmaterials 9 vermindern oder
unterbinden. Durch die Form der Kontaktstrukturen 31, 32 kann
ferner verhindert werden, dass geschmolzenes Lotmaterial 9
zwischen das Optikelement 60 und den Montagekdrper 20
kriecht. Dies kd&nnte zur unerwinschten Abldsung des
Optikelements 60 fithren. Im Vergleich zwischen den Figuren 3A
und 3B ist erkennbar, dass sich das Lotmaterial 9 im
Wesentlichen gleichmaRig weit in den Verjlngungsbereich 311,

321 auf der Vorderseite 20A und der Riuckseite 20B erstreckt.

Figuren 4A und 4B zeigen Draufsichten des hier beschriebenen
optoelektronischen Halbleiterbauelements 1 gemadRl dem ersten
Ausflihrungsbeispiel vor und nach einer Montage. In der Figur
47 ist ein Schritt eines Verfahrens zur Montage des
optoelektronischen Halbleiterbauelements 1, in dem das

Halbleiterbauelement 1 in einem Lotmaterial 9 auf einem
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Trager 8 angeordnet ist. Der Trager 8 umfasst Kontaktpads 80,
die mit dem Lotmaterial 9 in Form einer Lotpaste versehen
sind. In der Figur 4A ist eine Fehlausrichtung des
optoelektronischen Halbleiterbauelements 1 relativ zu den

Kontaktpads 80 des Tragers 8 klar erkennbar.

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt kommt ein Reflow-
Lotverfahren zum Einsatz. In einem Ofen wird das
optoelektronische Halbleiterbauelement 1 gleichmaflig auf bis
zu 260 °C erhitzt, was zum Schmelzen des Lotmaterials 9 und
der Benetzung der Metalloberflache sowohl der Kontaktpads 80
auf dem Trager 8 als auch der Kontaktelemente 310, 320 des
Halbleiterbauelements 1 fihrt. Das in der Figur 4R
dargestellte optoelektronische Halbleiterbauelement 1 hat
diesen Schritt bereits durchlaufen. Es ist klar erkennbar,
dass sich das optoelektronische Halbleiterbauelement 1 selbst
relativ zu den Kontaktpads 80 auf dem Trager 8 ausgerichtet
hat. Die Oberfldchenspannung des aufgeschmolzenen
Lotmaterials 9 hat das optoelektronische Halbleiterbauelement

1 in die gewilinschte Position gezogen.

FEin Verfahren zur Montage eines optoelektronischen
Halbleiterbauelements 1 umfasst also beispielsweise die
folgenden Schritte:

A) Bereitstellen eines optoelektronischen
Halbleiterbauelements 1,

B) Aufbringen des Halbleiterbauelements 1 mit der
Montageseite 20M des Montagekdrpers 20 auf Kontaktpads 80
eines Tragers 8, wobel ein Lotmaterial 9 zwischen den
Kontaktpads 80 und dem Montagekdrper 20 angeordnet wird,
C) Aufheizen des Lotmaterials 9 iilber seine Schmelztemperatur,
wobel sich das Lotmaterial 9 nur hochstens 100 um tUber das

Kontaktelement 310, 320 hinaus erstreckt.
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Ferner konnte ein Verfahren zur Montage eines
optoelektronischen Halbleiterbauelements 1 einen Schritt
umfassen, wobeil

- sich der Montagekdrper 20 beil dem Lotvorgang selbst
Justiert auf die Kontaktpads 80 des darunterliegenden Tragers

8 ausrichtet.

Figur 5 zeigt eine schematische Ansicht eines hier
beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauelements 1
gemal einem zweiten Ausfihrungsbeispiel. Das zweite
Ausflihrungsbeispiel entspricht im Wesentlichen dem in den
Figuren 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A und 4B gezeigten ersten
Ausflihrungsbeispiel. Im Unterschied zu dem ersten
Ausfiithrungsbeispiel umfassen die Kontaktstrukturen 31, 32
keinen mehrfach abgewinkelten Bereich 70. Der Kontaktpfad
312, 322 schlieRt jeweils gerade an das Kontaktelement 310,
320 an. Der Kontaktpfad 312, 322 weist eine Breite 312X, 322X
auf, die gleich der lateralen Ausdehnung 311X, 322X des
Verjingungsbereichs 311, 322 ist. Mit anderen Worten, der
Kontaktpfad 312, 322 weist die gleiche Breite auf wie der
Verjingungsbereich 311, 321. Belispielsweise weist der
Kontaktpfad 312, 322 eine Breite von mindestens 50 um und
hoéchstens 100 pm auf. Vorteilhaft sind solche
Kontaktstrukturen 31, 32 besonders einfach herstellbar. In
der Figur 5 ist nur eine Vorderseite 20A des Montagekorpers
20 dargestellt. Eine Ausgestaltung der Kontaktstrukturen 31,
32 kann analog zu der Vorderseite 20A auch auf der Rlckseite

20B entsprechend erfolgen.

Der Montagekodrper 20 umfasst eine Hohe 20Y, die einer
vertikalen Erstreckung des Montagekdrpers 20 entspricht. Die

Hohe 20Y des Montagekdrpers 20 entspricht der Ausdehnung des
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Montagekdrpers 20 quer zur Montagefldche 20M und parallel zur
Seitenflache 20C des Montagekdrpers 20. Die Hohe 310Y, 320Y
der Kontaktelemente 310, 320 entspricht hochstens einem
Drittel der Hbhe 20Y des Montagekdrpers 20. So kann eine
Ausbreitung eines Lotmaterials 9 in einem unteren Drittel des

Montagekdrpers 20 begrenzt werden.

Figur 6 zeigt eine schematische Ansicht eines hier
beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauelements 1
gemal einem dritten Ausfihrungsbeispiel. Das dritte
Ausflihrungsbeispiel entspricht im Wesentlichen dem in den
Figuren 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A und 4B gezeigten ersten
Ausflihrungsbeispiel. Im Unterschied zu dem ersten
Ausfihrungsbeispiel ist der mehrfach abgewinkelte Bereich 70
spiegelbildlich ausgefiihrt. Alternativ oder zusatzlich kdnnen
auch abgerundete Ecken an dem Kontaktpfad 312, 322 vorgesehen

sein.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausflihrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr umfasst die
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritadt der deutschen
Patentanmeldung 102022111033.8, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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20
20A
20B
20C
20M
20Y
31
32
310
310Y
311
311X
312
312X
313
320
320Y
321
321X
322
322X
323
40
50
60
70
71
71X
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Halbleiterkdrper
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Kontaktpfad

Breite des Kontaktpfades
Kontaktstreifen
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) umfassend,
- einen Halbleiterkdrper (10), der zur Emission von
elektromagnetischer Strahlung in eine Hauptemissionsrichtung
(E) vorgesehenen ist,

- einen elektrisch isolierenden Montagekdrper (20),

- eine erste und eine zweite Kontaktstruktur (31, 32) auf
einer Vorderseite (20A) des Montagekorpers (20), wobei

- die Kontaktstrukturen (31, 32) jeweils ein Kontaktelement
(310, 320) an einer Montageseite (20M) des Montagekdrpers
(20A) und einen Kontaktpfad (312, 322) umfassen,

- ein VerjlUngungsbereich (311, 321) zwischen dem
Kontaktelement (310, 320) und dem Kontaktpfad (312, 322)
angeordnet ist,

- die Hauptemissionsrichtung (E) des Halbleiterkdorpers (10)
quer zur Vorderseite (20A) und parallel zur Montageseite
(20M) des Montagekorpers (20) ausgerichtet ist,

- eine laterale Ausdehnung des Verjungungsbereichs (311, 321)
gegeniiber einer lateralen Ausdehnung des Kontaktelements
(310, 320) verringert ist, und

- die Kontaktstrukturen (31, 32) jeweils eine mehrfach
abgewinkelte Struktur (70) an dem Verjingungsbereich (311,

321) aufweisen.

2. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemadl dem
vorhergehenden Anspruch, bei dem

- eine laterale Ausdehnung des Verjungungsbereichs (311, 321)
hochstens einer Halfte einer lateralen Ausdehnung des

Kontaktelements (310, 320) entspricht.

3. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemdaR einem

der vorhergehenden Ansprliche, bei dem
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- elne Breite (312X, 322X) des Kontaktpfads (312, 322) einer
lateralen Ausdehnung (311X, 321X) des Verjlungungsbereichs
(311, 321) entspricht.

4, Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemdaR einem
der vorhergehenden Anspriche, bei dem

- der Verjingungsbereich (311, 321) eine Ausbreitung eines
Lotmaterials (9) in einer Richtung weg von dem Kontaktelement

(310, 320) wvermindert oder unterbindet.

5. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemdaR einem
der vorhergehenden Anspriche, bei dem

- eine Hohe (310Y, 320Y) des ersten und zweiten
Kontaktelements (310, 320) hochstens einem Drittel einer Hohe

(20Y) des Montagekdorpers (20) entspricht.

6. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemadl dem
vorhergehenden Anspruch, bei dem

- der Verjingungsbereich (311, 321) derart geformt ist, dass
sich das Lotmaterial (9) nur hdéchstens 100 um {iber das

Kontaktelement (310, 320) hinaus erstreckt.

7. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemdaR einem
der vorhergehenden Ansprliche, bei dem

- an der Montageseite (20B) des Montagekdrpers (20) im
Bereich der Kontaktelemente (310, 320) Ausnehmungen (40)

ausgebildet sind.

8. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemdaR einem
der vorhergehenden Anspriche, bei dem
- zumindest eine Kontaktstruktur (31, 32) eine

Polaritatsmarkierung (50) umfasst.
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9. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemdaR einem
der vorhergehenden Anspriche, bei dem
- dem Halbleiterkorper (10) ein strahlungsdurchléassiges

Optikelement (60) nachgeordnet ist.

10. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemd@B einem
der vorhergehenden Anspriche, bei dem

- die mehrfach abgewinkelte Struktur (70) einen Graben (71)
mit einer Grabenbreite (71X) von mindestens 50 pum, bevorzugt

mindestens 100 pm aufweist.

11. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemd@B einem
der vorhergehenden Anspriche, bei dem
- der Montagekdrper (20) mit einem Polymerverbundmaterial

gebildet ist.

12. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemd@B einem
der vorhergehenden Ansprliche, bei dem

- die Kontaktstrukturen (31, 32) mit Cu gebildet sind.

13. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemd@B einem
der vorhergehenden Anspriche, bei dem

- die Kontaktstrukturen (31, 32) eine Beschichtung mit
zumindest einem der Materialien ausgewahlt aus folgender

Gruppe umfassen: Ni, Pd, Au, NiAu, NiAg, NiSn.

14. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemd@B einem
der vorhergehenden Anspriche, bei dem

- Kontaktstrukturen (31, 32) analog zur Vorderseite (20A)
auch auf einer der Vorderseite (20A) gegeniberliegenden

Riickseite (20B) des Montagekdrpers (20) angeordnet sind.
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15. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) gemaB dem
vorhergehenden Anspruch, bei dem

- Kontaktstreifen (313, 323) an einer Seitenflache (20C) des
Montagekdrpers (20) verlaufen, wobei die Kontaktstreifen
(313, 323) die ersten und zweiten Kontaktstrukturen (31, 32)
von der Vorderseite (20A) mit den ersten und zweiten
Kontaktstrukturen (31, 32) auf der Riuckseite (20B) elektrisch

leitend verbinden.
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